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化学蒸着法（CVD：Chemical Vapor Deposition）に
よる、半導体デバイス用薄膜配線の実用化が進むなか、

原料となる有機金属化合物の開発が求められている。 

１．概要（Summary） 

今回、開発したRu化合物を用いてCVDによる成膜実

験を行った。トレンチ構造を持つ Si 基板上での Ru 膜を

産業技術総合研究所ナノプロセシング施設の高分解能

電界放出電子顕微鏡にて観察し、膜厚の計測を実施し

た。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

 高分解能電界放出電子顕微鏡（FE-SEM）： 
S-4800 （日立ハイテク） 

 
【実験方法】 

試料はトレンチ（溝）付きSi基板上に自社のCVD装置

を用いて Ru 成膜させ、FE-SEM 観察前に手割して断面

を出した。 
  FE-SEM 測定条件は加速電圧 10 kV、エミッション電

流約 10 μA にて観察した。 
 

成膜条件の異なる試料断面での FE-SEM 観察結果を

Fig.1 に示す。(a)の条件では基板表面（トップ）の Ru 膜

の厚みが17 nm、トレンチ底部（ボトム）で13 nmであった。

(b)ではトップが 10 nm、ボトムが 10 nm であった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ステップカバレッジを以下の式で計算すると、 
 

     
 
(a) は 76 ％、(b)では 100 ％という結果になった。 

成膜条件の検討による膜厚の変化ならびにステップ

カバレッジの改善を確認することができた。 

      
 Fig.1. Cross sectional FE-SEM image of Ru films 
deposited on trench structure. Improvement of step 
coverage is observed by the change of the deposition 
conditions. 
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